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第 ２ 章 で は 、 有 機 薄 膜 太 陽 電 池 の 活 性 層 と し て 、 導 電 性 ポ リ マ ー の
poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] (PCDTBT)
とフラーレン誘導体の[6,6]-phenyl C71 butyric acid methyl ester (PC71BM)からなるバルクヘテロ























AgInS2 QDsの添加により薄膜の表面粗さが低減すると共に、電子移動度が未添加（1.34 x 10-5 
cm2 V-1 s-1）と対比して 2.05 x 10-5 cm2 V-1 s-1に増大した。外部量子収率は、AgInS2 QDsの吸収
に由来する 300 nmから 450 nmの領域で増大すると同時に、ペロブスカイト層から TiO2層へ
の電荷移動効率改善に起因する 450 nmから 750 nmの領域においても増大し、光電変換効率
は AgInS2 QDs未添加（11.9%）と対比して AgInS2 QDs添加後は 13.8%に増大した。ガラス封
止後の素子の室温暗所下 200日後の光電変換効率は、AgInS2 QDs未添加（初期値との相対値
92%）と対比して AgInS2 QDs添加後は 111%であることがわかり、電子輸送層への量子ドット
の添加は耐久性の向上にも寄与することが示された。 




共に、第４章で得られた TiO2:AgInS2 QDs単層の場合よりも高い曲線因子 0.77と光電変換効率
17.5%達成を実現した。また、AgInS2 QDsによる光捕集効率向上とペロブスカイト層から電子
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